
新しい物質の発見は科学技術を驚異的に発展させてきました。人類は道具として最初に石

を利用し，次に鉄を発見しました。これにより人類は高度な技術を手に入れました。さらに

シリコンが電気素子 (半導体)に利用できることがわかったため，情報通信技術が変革し豊か

な生活環境を手に入れました。次に科学技術を驚異的に発展させ得る物質が炭素材料（例：

ダイヤモンド）と言われています。本研究室では、ダイヤモンドを人工合成することで半導

体を作製し、最終的に高電圧を要する電車やハイパワー電気機器内の半導体に利用する夢を

持っています。

(４) ハイパワー型半導体の創製

本研究室で人工合成したダイヤモンド膜
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など他多数．
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① A small number of electrons are excited from the 

donor level to the conduction band at low temperatures

② All electrons trapped in the donor level are excited from the 

donor level to the conduction band at medium temperatures

③ A large number of electrons are excited from the valence 

to the conduction band at high temperatures
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半導体化に
成功!!

高純粋ダイヤモンドの作成法をさらに進展
させて，リンや窒素などの4価元素を添加し
てn型半導体化します．


